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Si-Ge系へテロデバイスに関する研究 
 

Si LSIの高速化、低消費電力化のために、それを構成する Si MOSFETの極微
細化による高性能化が進められてきたが、微細化技術の限界も近づいてきてい

る。その限界突破をする方法として、高キャリア移動度 Si-Ge系ヘテロ構造のチ
ャネルへの適用が必要不可欠となっている。本研究では、微細歪 Si/歪 SiGe/Si
ヘテロ構造形成法を明らかにし、NMOS と PMOS両方にチャネルのキャリア
移動度を飛躍的に向上させるための高キャリア移動度ヘテロ構造の研究を行い、

高性能歪 Si/歪 SiGe/Siヘテロ MOSデバイス実現のための基盤技術構築を目指
す。 
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